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Polarização de Transistores

Ponto quiescente de operação

 Correntes e tensões DC de operação do transistor

◦ Impostas pelo circuito de polarização e fontes DC

◦ Transistor Bipolar: IC, VCE e IB

◦ Transistor de efeito de campo: ID, VDS e VGS

 Devem respeitar limites máximos fornecidos pelo 
fabricante

◦ Correntes, tensões e potência dissipada

 Afetam as características elétricas do transistor

◦ Ganho /  Figura de ruído / Linearidade
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Polarização de Transistor Bipolar

 Circuito de polarização

◦ Usado para impor um ponto quiescente IC, VCE

 Projeto

◦ Emprega curvas IC x VCE em função de IB (ou VBE)

◦ Ou ganho de corrente DC Hfe = IE/IB
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Exemplo de circuito de 

polarização de transistor 

em emissor comum

Exemplo de circuito de 

polarização de transistor 

em base comum



Polarização de Transistor Bipolar

 Curvas DC do transistor Bipolar no ADS

◦ Transistor com modelo não-linear

◦ BJT Curve Tracer

Insert Templateads_tempelates:DC_BJT_T
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Polarização de Transistor Bipolar

 Simulação  DC do transistor Bipolar no ADS

◦ Transistor com modelo não-linear

◦ Transistor em emissor comum

◦ Exemplo de uso: amplificadores, p.ex.
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Calcule IC e VCE dado:  VBE = 0,7 V e Hfe = IE/IB = 100



Polarização de Transistor Bipolar

 Simulação  DC do transistor Bipolar no ADS

◦ Transistor com modelo não-linear

◦ Transistor em base comum 

◦ Exemplo de uso: osciladores, p.ex.
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Calcule IC e VCE dado:  VBE = 0,7 V e Hfe = IE/IB = 100



Polarização de Transistor de Efeito de Campo
 Circuito de polarização

◦ Usado para impor um ponto quiescente ID, VDS

 Projeto

◦ Emprega curvas ID x VDS em função de VGS
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Exemplo de circuito de 

polarização de transistor 

em fonte comum

Exemplo de circuito de 

polarização de transistor 

em porta comum



Polarização de Transistor Bipolar

 Curvas DC do transistor FET no ADS

◦ Transistor com modelo não-linear

◦ FET Curve Tracer

Insert Templateads_tempelates:DC_FET_T
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Polarização de Transistor Bipolar

 Simulação  DC do transistor FET no ADS

◦ Transistor com modelo não-linear

◦ Transistor em fonte comum

◦ Exemplo de uso: amplificadores, p.ex.
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Polarização de Transistor Bipolar

 Simulação  DC do transistor FET no ADS

◦ Transistor com modelo não-linear

◦ Transistor em porta comum 

◦ Exemplo de uso: osciladores, p.ex.
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Reta de carga DC e reta de carga RF

 Retas de carga 

◦ Retas traçadas sobre a curva I x V do transistor

 Reta de carga DC

◦ Usada para calcular o ponto quiescente de polarização do transistor

◦ Considera fontes de tensão DC de polarização

◦ Usa resistências que carregam o circuito em DC

 Reta de carga de RF

◦ Usada para estimar a operação do transistor em RF

◦ Considera que o circuito de polarização está isolado pelos filtros na 
frequência de RF e pode ser desprezado

◦ Assume que a impedância de carga é puramente resistiva

◦ Usa as resistências que carregam o circuito em RF

◦ Sobre o ponto quiescente de polarização 
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 Reta de carga DC e reta de carga RF

 Exemplo de reta de carga DC
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• Reta de carga: 𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝑇 − 𝑅𝑇 ∙ 𝐼𝐶

• Tensão VDC = 6,7 – (-1,7) = 8,4 V

• Resistência RDC = RE + RC = 100 

𝑉𝐶𝐸 = 8,4 − 100 ∙ 𝐼𝐶



 Reta de carga DC e reta de carga RF

 Exemplo de reta de carga DC
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𝑽𝑪𝑬 = 𝟖, 𝟒 − 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝑰𝑪Equação da reta de carga DC:



 Reta de carga DC e reta de carga RF

 Exemplo de reta de carga RF
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• Resistência de carga: RRF = 50 

• Reta de carga RF

• Reta com inclinação 1/RRF

• Traçada sobre a curva DC

• Passando pelo ponto quiescente de polarização



 Reta de carga DC e reta de carga RF

 Exemplo de reta de carga RF
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• Reta de carga RF

• Reta com inclinação 1/50 

• Passando pelo ponto quiescente Q


